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NMOS

Arbetsområden:

1. cut-off, subtreshold region,
avstängd,

2. linear region, active region,
triode region, non-satura-
tion region,linjära områ-
det,

3. saturation region,mättade
området, icke-linjärt
område.

Tröskelspänningen för NMOS-transistorn definieras enligt:

Småsignalparametrarna defineras enligt:

,  och

Där  markerar vilopunkten i vilken DC-värdena , ,
och  antas.

PMOS

Arbetsområden:

1. cut-off, subtreshold region,
avstängd

2. linear region, active region,
triode region, non-satura-
tion region,linjära områ-
det,

3. saturation region,mättade
området, icke-linjärt
område.

Tröskelspänningen för PMOS-transistorn definieras enligt:

Småsignalparametrarna defineras enligt:

,  och

Där  markerar vilopunkten i vilken DC-värdena , ,
och  antas.
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Cut-off region

Transistorn avstängd.

Vilket också ger att

Linear region

Transistorn leder i sitt linjära område.

Cut-off region

Transistorn avstängd.

Vilket också ger att

Linear region

Transistorn leder i sitt linjära område.
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Saturation region

Transistorn leder i sitt mättade område.

Med samma resonemang som för linjära regionen så fås att:

Saturation region

Transistorn leder i sitt mättade område.

.

Med samma resonemang som för linjära regionen så fås att:
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